
 

Fig. 1 Optical microsocpe image of a sample. 

Evapolated gold metals function as metal gate 

electroldes.  

 

 

Fig. 2  The enlarged image near the gate 

electrodes processed by e-beam writer. 
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１．概要（Summary） 

GaAs 半導体試料の上に、微細な金属ゲート電極を設

置するため、電子線描画装置を用いた。特にレジスト材料

の選定、電子線のドーズ量の最適化などを行い、

GaAs/AlGaAsヘテロ接合を有する GaAs基板に表面ゲ

ート電極を設置した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

EB描画装置（エリオニクス・ELS-G125S） 

【実験方法】 

レジストを塗布した GaAs基板に電子線描画した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電子線描画装置を用いてレジストにパターニングし、金

属ゲートを設置した試料の顕微鏡写真を Fig. 1 と 2に示

す。ドーズ量を最適化したことにより、良好な形状の表面

金属ゲート電極を設置することができた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・GaAs 半導体基板は物質･材料研究機構、野田武司

氏、間野高明氏から提供された。 
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